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Relais Electromécanique

Présentation

Energie

@ Le relais électromécanique

i . ) Energie
Entrées/sorties du relais Partie o commutée Partie
o Un partie commande ou « entrée » commande Préactionneur operative
o Une partie puissance
Movau raghétique
Contacts
Phase d’enclenchement ' Phase de déclenchement —
o Electroaimant excite Ue o Electroaimant désexcité
o Lames mobiles entre en contact — o Rappel ( systéme 2 ressort)
- N
el _
Boninage “o— Pivot
Symbole
Contact repos
— \‘ /Cuntacttrauail o
| \‘| On distingue:
/ / _________ ‘> Second jeu Le nombre de contacts ( pbles et position)
B CONTACTES . .
| | Et la fonction du contact (repos ou travail)
b
Cammun
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Relais Electromécanique

Les contacts

@ Terminologie des commutateurs

Pole :Nombre de bornes centrales
Throw : Agencement des contacts externes

Open : contact a fermeture

o Contact Normalement Quvert

o Appelé aussi contact type Travail

Closed : contact a ouverture

o Contact Normalement Connecté

o Appelé aussi contact type Repos
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[ [ \ | |
| | | | |
SPST/1P1T } SPDT/MP2T } DPST/2P1T } DPDT/2PDT } TPDT/3PDT } QPDT/4PDT
Interrupteur I Inverseur I Interrupteur I Inverseur I Inverseur I Inverseur
simple } simple } double } double } triple } quadruple
| | | | |
‘ Contact d Contact d
. ouverture fermeture
21 ‘ ou NC 13 s ou NO
}{I’_a" 7
21 22 14 —
22 13 14
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Relais Electromécanique

Les contacts

® Dénombrement des contacts des relais

exemples

SPST }*L‘\ © Fopos . & —

HO1

Filtre recherche de Mouser

Forme du contact de relais

z
o+
aa

2 Fnrm —HDPST NOJ 2 Farm B |DF‘5T NCJ =
2 Form B (DPST-NC)
2Form C [DF‘DT—ND. NC)

x—
| N RNee 2 Form X (DPST)
R | arm X { !
SPST 1 Travail 1T NE2 5 Form Y (DPST)
T2 o cz 3 Form A (3PST-NO)

0
O
20
o

COor

0 00
0 00O

(]

NOzZ come RLE 3 Form A (3F‘ST—NO}. 1 Form B (SPST-NC)
| 3 Form A (35PST-NO)
1 Repos/Travail 1RT 3 Form B (3PST-NC)
SPDT DPDT 1 ° ° B= 3 Form C (3PDT-MO, NC)
I | 3 Form X (3PST)
B1 B2 4 Form A (4PST-NO)
SPST+ 1Repos + 1Traval 1R+1T 4 Form A (4PST-NQ), 2 Form B (DPST-NC)
4 Form A (4PST-NOY. 4 Form B (APST-NC) T
SPST SPNC+SPNO < S
43—
44
Elesta Relais sans accrochage | 33=—y 9y |
SPNO, SPNC, bobine 12V c.c =
Montage sur C | 28=7 24|
554813 | 1 :._r~—n—=1z|
] SIF 312 12vDC U“ AZJ
Elesta
SIF-312
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Relais Electromécanique

Technologie du relais

@ Les caractéristiques du relais électromagnétique

Nombre de contact commutés
Sa tension nominale d’excitation: 5Vdc, 6Vdc....24Vdc ....

Courant nominal commuté en sortie: 1A, 2A .....
(Bottom View)

Autres parametres
o Résistance bobine excitation

Orientation mark

I TDAJ I
8 5

o Tension max en sortie
o Courant nominal bobinal

m Contact Ratings ] )
m Coil Ratings

IltemLoad Resistive load

Contact mechanism Single crossbar Single-side Stable Relays (G6L-1P, G6L-1F)

Rated load 0.3Aat125VAC, 1 Aat 24 VDC Rated voltage 3VDC 4.5 VDC 5 \/DC

Rated carry current 1A Rated current 60.0 mA 40.0 mA 36.0 mA

Max. switching voltage 125 VAC, 60 VDC Coil resistance E0 00 11250 13900

Max. switching current |1 A <m::parate voltage 75% max. of rated voltage T~
Must release voltage 10% min. of rated voltage /
Maximum voltage +50%of ratedvottage

7 \ Vi Vé 14 .
Phenomene d hyStereSIS Power consumption Approx. 180 mW
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Relais Electromécanique

Mise en oeuvre

® Solutionl

12v 4 i it
. . . . 7 . b RL1
utilisation de portes logiques spéciales 3 /
o « portes a collecteur ouvert » Ex: 7416 (diodes non intégrées ), ULN2001 (diodes internes) l
[
Veoo=12V 3 RLZ
IN 1 1 16 OUT 1 5 Sy / o
IN 2 2 15 OUT 2 *Iu T |l|
1 J_ T H RS
N3 3 *Dc 14 OUT 3 o ZS / Relais = / oy
U1 40
IN 4 4[4Dv, J13 our 4 2 Laair VeC poonoo |2 f
Iﬂ* ‘ Po2AD2 [ ¢ i
IN5 5 ]12 OuT § o b ] $§]RL4
Ly Uz ULN2003
ING & 11 ouT 6 2 RsT o707 2 U2 ULnzo0 |
Yy Bk
:g?:g gg . rY C(:Pg __E_
N7 7 - 10 oUuT 7 ” 2 e P2aan 22 s = .
| 3] A P24AI2 22 idas ac I_l:ll
LH COMMON FREE Porte TTL 7416 [] = “ P2 614 [ 22 ® s :
GND B 9 WHEELING DIODES orte P27IA15 B 7 =
e P3ORXD [ I
=4 P1 P3AMXD |—=
5-197711 == P12 P3.2/INTO B
e 4 Traato 22
hud Sdpis P3STI |2
= L Iy T
Symbol Parameter Value Unit =57 GND =
AT89CS51 |:0
Vo Qutput voltage 50 v
I

Input voltage (for ULN2002A/D - 2003A/D -
2004A/D)

Ic Continuous collector current 500 mA

30 \
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Relais Electromécanique

Mise en oeuvre

® Solution2

Interfacage avec un transistor
o Fonction « adaptation en courant »

Felais

o Fonctionnement du transistor en régime non linéaire Porte TTL Classique

o Calibre du transistor en fonction du courant d’excitation | ™~
bobine .

o Calcul de Rb de tel maniere a saturer le transistor
(dépend aussi de Vecommande)

Forte TTL Parte TTL

Voo =5V
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Transistor

Transistor bipolaire

® Composant

C
Collecteur Collecteur
Base Base
Emetteur Emetteur
Transistor NPN Transistor PNP

@ Structure interne

jonction
base-émetteur

Jonction
bhaze-collecteur

Y - - & - _ - _ -
- = + - - - =T
- - ||+ [Fz=zZ-°C
--ZM+P-z-=-Z-C
BASE
EN2- [UT GEII

® 5. ¢
~ " —
: _

=} COLLECTEUR

B
E Cc

) BCE
bves §ic 70218
¢ TO220
Is
—— T VCE
i
Vae ie
Fléchage tensions/courants
jonction Jjonction
hase-émetleur base-collecteur
EMETTEUR |5 + + | |V * o o
+ t 4 - R A
+ t 4+ - MR S R -
+ t + - + + + + + 4
BASE

Juan Bravo

ECB EBC CBE

wwooo

TO92A TO92B TO92C

Views are from below with
the leads towards you.

C is the metal case itself
TO3

+F COLLECTEUR



Transistor

Comprendre le transistor

@ Principe de fonctionnement en image

Lo resitivity

collector with

high positve
woltage

Thin, high\

Strong

resitivity layer positive
field
Reverse biased close to
c-b depletion laye™s == base
b s
Base curre as\e@gt?‘gng
causes ‘holes’ combine
Vbe inbase. ;
supply Electrons cross mthbholes
0.6V) forward biased nbase
) b-e depletion
layer

Few electrans flow in b-e circuit - Many flowe in c-g circuit
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Modélisation

Transistor

® Caractéristigue de sortie
C +

i

Sgluration t'n:giﬁn.' a

-~
—
=
-

e

3 modes de fonctionnement possibles suivant
le point de fonctionnement

=Saturation: interrupteur fermé
=L_inéaire: une source de courant

=Blogué: interrupteur ouvert
lfll}:Bll:rL'l

Active region

1S81, 1.<BI,
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10 A

Cutoff region
_—F
[ |

Ver

‘— — f-b, = {]’
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Transistor

Circuit de commande

@ Commander un transistor

choisir un point de fonctionnement = placer le transistor dans un des 3 modes

choisir un point de fonctionnement= agir la maille de commande= contréler I,

contréler | = choisir correctement R, en fct du cahier des charges

Ic 4 _— Hyperbole de dissipation maxima
Ilf / P}L‘_’
| ——
IF
\ + Réseau de transfert en "/F
courant : Io = f( Iz ) | [ —
VBB C) VCC pour Vg = cste. .'}/f Ip=1Im -
, / le=Pls /" | Réseau de sortie -
I =f( Vg ) pour Ig =cte
IB =0
ill Maille Ig Réseau d’entrée Ves
Maille d Vee =f(Ig ) pour Vg = Cste Reéseau de transfert en tension. B
De commande € Ne présente pas d’intérét pratique.
charge y - y ,
D I VYD
Iezles(evT _1):>Ib:—e:|bs(eVT _1)
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Transistor

Transistor en source de courant

® Fonctionnement linéaire
Interprétation graphique

I, = VBB B V/)’I:'
B~ R
B
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Transistor

Transistor en interrupteur co

® Fonctionnement saturé I 1e(mA)

Interprétation graphique Courbel

] <B| leo \\ Courbe0
» 'e=M'b |
i a [

N

s

.

__4;________

BN

® Comment saturer un transistor

On connait ou on calcule |,
Dans les datasheets les notations
hybrides sont utilisées:

h.=B ( grandeurs statiques)

On calcule I; = kﬁJI— avec k € |1;2[ et on déduit R
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Relais Electromécanique
Transistor

@ Comparatif rapide des solutions

Relais electromécanique

+ isolation galvanique,
échauffement réduit,
cout, fortes puissances
- encombrement,
fiabilité, EMC

Tend a étre remplacé
par des interrupteurs
statiques
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Relais statique

@U@

18 ’1~ umvac

FITER C €

A(,/DC Configuration
DoNotUse |-

+ Control

- Control

'A,.

] N It Pol Made In Talwan
i | 5.y OpenToR —reut—@h

.1 e
Do Not Use l —1 4 — 3-32VDC + 3.
| V.

Le contacteur statique est composé d'un
assemblage de composants électroniques
afin de synthétiser un interrupteur
directionnel en courant et tension

+ isolation optique, encombrement ,
fiabilité , EMC

- Cout (mais en baisse), échauffement,
fortes puissances

Juan Bravo
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Contacteur statique
UNIDIRECTIONNEL en tension et
courant

+ cout, encombrement , fiabilité
- Pas d’isolation électrique,
réservé au continu



